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EXAMEN DE ELECTRONICA ANALOGICA.- CONVOCATORIA 09-07-05  Jul0S 1
2° CURSO DE INGENIERIA TECNICA EN ELEC)ZRON]CA-INDUSTRIAL
APELLIDOS Y NOMBRE: Resvivceew
2 PARTE DEL EXAMEN.-EJERCICIOS DE RESPUESTA CALCULADA
GRUPO 1.- AMPLIFICADORES OPERACIONALES.- Sea el circuito de la figura:
Ry,
A) A.O. ideal. R1= 1k R2 = 10k. R;= 1k,
Se pide:
1°) Expresién literal simplificada de la ganancia en tension en continua, en funcién de las resistencias
representadas: (Sugerencia: aplicar Thévenin) .
A ! R i pliel ket
A= VolVig= A4 («L Y‘J B 712’, N _T
% &L
2°) Valor numérico anterior:
Calcular la ganancia en tension v,/vi, 1+ v 2, 7, _,frtg - 131
B) Siel A.O. es un LM741, con las siguientes caracteristicas tipicas:
Vos =2 mv (Tension de desviacion a la entrada.)
Ios= 50 nA ( Corriente de desviacién a la entrada)
Ipias = 150n Corriente de polarizacién de las entradas (entrantes).
Aver = 200v/mv =200.000 (Ganancia en modo diferencial en lazo abierto en continua)
Ri,= 2 Megohms (Resistencia de entrada en modo diferencial)
Rour = 75 ohmios (Resistencia de salida en lazo abierto)
Isc= 25 mA ( Corriénte méxima antes de entrar la proteccion contra sobre corriente)
SR =0,5 v/us
f;=1Mhz.  Viupositie=t15 VOItios  Vigenegatva = -15 Voltios
Si en el circuito de la figura, la ganancia en continua v,/v; vale 131, se pide: ‘
Si la sefial de entrada es senoidal, a qué frecuencia la tensién de salida estard desfasada respecto 4l Kp

de la entrada 30° en retraso

Trabajando a una frecuencia de 15 Khz, (senoidal), si la sefial de entrada tiene un valor de pico MW 5" gy

positivo de 100 mV, cual es el valor de pico positivo a la salida: £5Q1 r A0
Con la entrada a masa, V! considerando nada mas el efecto de Vg, evaluar el maximo valor 262
previsible de la tensién de salida, (valor absoluto) Llem¥y1 31 "

Con la entrada a masa, y considerando nada mas el efecto de Ipiss, evaluar el méximo valor
previsible de la tension de salida, (valor absoluto)

Con la entrada a masa, y considerando nada mas el efecto de o, evaluar el maximo valor 3
previsible de la tension de salida, (valor absoluto)
Evaluar la méxima tension previsible a la salida en el peor de los casos de que los tres efectos ' 2324

anteriores se superpongan

Nota: 1* Parte Test V/F. Respuesta correcta 1p. Respuesta incorrecta —0,5. Sin contestar 0 p.

2" Parte ejercicio de respuesta calculada:

Se deben rellenar las casillas con los datos pedidos. Cada respuesta numerlca correcta 1 pto.

Las justificaciones de las respuestas se entregaran en hojas adjuntas. {

1" parte del examen 40% 2° Parte: 60%. Para promediar, nota minima de cada ejercicio 3,5 yﬁ
K
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EXAMEN DE ELECTRONICA ANALOGICA.- CONVOCATORIA 09-07-05  Jul05-2
2° CURSO DE INGENIERIA TECNICA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

APELLIDOS Y NOMBRE:

AMPLIFICADOR OPERACIONAL (CONT)

Valor de la resistencia que pondria en serie con la fuente, para minimizar el efecto de Ipias Fr/e

@ (€ INNTN DL R 2
Con Ry, = 220 ohmios, y v; /= +1 v. (c.c.), valor de la tensién Vo 95mh - 220 %,
Con R;, =270 ohmios, y vi;= +1 v. (c.c.), valor de la tension v’ py o =
El LM741 anterior se configura como amplificador no inversor de ganancia 10.

distorsién a la salida debida al S.R.

| V,, senoidal de 30 Khz. Se pide maximo valor de pico de Vi, antes de que empiece a aparecer 265 /T.,yf

GRUPO 2.- DIODOS

2.1 Sea la figura:

1ma .
H 9 o D2 ¥

Los diodos son idénticos. Tienen un valor de n=1,5 y estdn a 300° K.. Antes de cerrar el ;23 V-
interruptor la tensién v es de 600mV. Hallar v después de cerrar el interruptor m

Los diodos son idénticos. Tienen un valor de m=2, y estan a 300° K.. Antes de cerrar el| £ 6} /m1/~
interruptor la tensién v es de 600mV. Hallar v después de cerrar el interruptor

Con el interruptor abierto, la temperatura de_la unién aumenta a 100° C. ;Cuél serd la nueva

Covl/= §Hu ¥ = 5’ 4‘4‘

tension en terminales de D1.( n=1, y Ti= 366K) hee = 4%

2.2 -Sea el circuito de la figura:

Coupling
capacitor

C'l
[
?ﬁ\

+
| U0) v () < Ry

Nota: 1° Parte Test V/F. Respuesta correcta 1p. Respuesta incorrecta —0,5. Sin contestar 0 p.
2° Parte ejercicio de respuesta calculada:

Se deben rellenar las casillas con los datos pedidos. Cada respuesta numérica correcta 1 pto.
Las justificaciones de las respuestas se entregaran en hojas adjuntas.

1°parte del examen 40% 2° Parte: 60%. Para promediar, nota minima de cada ejercicio 3,5 p. 4




’ EXAMEN DE ELECTRONICA ANALOGICA.- CONVOCATORIA 09-07-05  Jul05 3
2° CURSO DE INGENIER{A TECNICA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

APELLIDOS Y NOMBRE:

R=1k. Re=10k. R;=1Meg. Diodo de silicio a 27°C. (Vpg~ 0,6 voltios). Capacidades los suficientemente
elevadas como para suponerlas cortocircuitos a efectos de la componente alterna.

Se pide:
Con V¢ ajustada a 1,6 voltios, en ausencia de sefial, valor de Ipq )
. O'{mhb
Valor de la resistencia dindmica del diodo (rg) en ese punto de trabajo Z 6o A
Si superponemos una sefial alterna viy(t), incremental, ;Cuanto valdra la atenuacion vo/v; 61

Si deseamos que la corriente instantanea total a través del diodo no supere +/10% del valor de Ipq, y llé m e
valor méximo de pico que puede tener la sefial viy(t)
Si la tensi6én Vc es negativa de valor 10 voltios. ;Cual es la maxima tension de pico de una senoidal 0sy |l
que se puede aplicar para que en ningtin momento entre a conducir_el diodo (v,=0,5 voltios)
Elvaluar la capacidad C1 para que la frecuencia de corte del circuito equivalente en alterna sea de 100 { 1Y, 7 6 I

zZ. -
Evaluar la capacidad C2 para que a 100 Hz la podamos considerar practicamente un cortocircuito. /6 % [F
(Frecuencia de corte de C2-Ry, 10 Hz)

2.3- Sea el circuito de la figura. La forma de onda de la tension vg(t) es igual a +50 voltios hasta que
t=10ns, pasa a —50 voltios. La corriente medida a través del diodo es la indicada. "

R
/W\, ip(D (nA)
12 ;
5kQ =508

pS Ly =10 mA s :-e—-
i

+
vs(t)_"D m D, Y 1N4148

-12 : - ; t(ns)
0 10 20 30 40

Con los datos graficos representados, evaluar la carga acumulada cuando el diodo esté polarizado W Z - /ir ‘
directamente, debida a la “capacidad de difusion”, expresada en microculombios /‘(

Con los datos graficos representados, evaluar el valor de 1, (tiempo de transicion), expresado en

nanosegundos YopuC = Z(;-r g /L 3 mae
Si sustituimos la resistencia R, por otra de 500 ohmios, y la tension negativa de vy(t) por —5 /e
voltios, evaluar cuanto valdra el tiempo de almacenamiento t.. 7 ’w}
FmJ)
T . 50-0, 1A
Q(D . J;. < -_g.—;"/ =~ o i d
i {4
Bf= G (wy 70 2 N0 bl
Y re” 3
Es» (011 = Bl = €y~ _— =

Nota: 1° Parte Test V/F. Respuesta correcta 1p. Respuesta incorrecta —0,5. Sin contestar 0 p.

2° Parte ejercicio de respuesta calculada:

Se deben rellenar las casillas con los datos pedidos. Cada respuesta numérica correcta 1 pto.

Las justificaciones de las respuestas se entregaran en hojas adjuntas.

1°parte del examen 40% 2° Parte: 60%. Para promediar, nota minima de cada ejercicio 3,5 p. 5



e

EXAMEN DE ELECTRONICA 'ANAL(')GICA.- CONVOCATORIA 09-07-05 Julo5 -4
2° CURSO DE INGENIERIA TECNICA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
GRUPO 3.- TRANSISTORES
3.1.- Sea el circuito de la figura: Transistor de Silicio PNP +20V
[Vces=0,2 voltios. [Vags=0,8 voltios. [Varq aiva/=0,6 voltios . Ve
+

Ry Re 4
1 M| % 10k| é

n I+

m |-

Con B=50 evaluar el valor de I, considerando positivo el sentido indicado ‘ 0“(1
Con =50 evaluar el valor de Vg, considerando positivo el sentido indicado -/ 0|3
Con B=150 evaluar el valor de I, considerando positivo el sentido indicado /((4-3 m
Con =150 evaluar el valor de Vg, considerando positivo el sentido indicado ——O‘ L

l/l

3.2.- Sea el circuito de la figura:

4 $ Vee =+I5V

* Vi =15V

Todos los transistores son iguales, salvo que unos son NPN y otros PNP, y ademads, Qs tiene diferente
4rea relativa. Todos estdn a la misma temperatura. Suponga que la b tiene un valor muy alto para todos
los transistores, de modo que las corrientes de base pueden despreciarse. Queremos disefiar el circuito de
modo que I,=1mA, I3 =50 pA, Is== 3 mA, Is= 100 pA.

Hallar los valores de las resistencias:

R1=

26"

R= cooN.

R3 =

/I.S"CO/L

As(Area relativa respecto a los demas)=

3m

Nota: 1* Parte Test V/F. Respuesta correcta 1p. Respuesta incorrecta —0,5. Sin contestar 0 p.

2" Parte ejercicio de respuesta calculada:

Se deben rellenar las casillas con los datos pedidos. Cada respuesta numérica correcta 1 pto.
Las justificaciones de las respuestas se entregaran en hojas adjuntas.

1" parte del examen 40% 2° Parte: 60%. Para promediar, nota minima de cada ejercicio 3,5 p.




EXAMEN DE ELECTRONICA ANALOGICA.- CONVOCATORIA 09-07-05

Jul05 5

2° CURSO DE INGENIERIA TECNICA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL

APELLIDOS Y NOMBRE:

3.3.- Sea el circuito de la ﬁgma:

4 420V 120V
Ky
47k]
2]
By
3mi ® K
| ecH
R () '(‘}' IJ M,
® !

N

100x] 001 wF

Considere el amplificador en fuente comiin dela figura. Las capacidades se pueden considerar

cortocircuitos para las frecuencias de trabajo.

El transistor NMOS tiene los pardmetros siguientes:

K =(k/2)=1mAN* A=(1/V,)=0 v,,= 2 voltios.
Se pide

1°) En ausencia de sefial:
Punto de operacion del transistor:

O‘M S/MA Ing=

A2 V.
AL

V7

Vpsq =

V4l

Vesq = \/C 'VSC- 4~

2°) Con sefial aplicada

Mppoti O
et
2 S L

//6]7” 1'Ls

Abcisa en el origen de la recta estética de
carga en voltios

Jov.

Maéximo valor pico a pico de lac.a. alaV
salida sin distorsion

[
Wt

Yse,

/¥4

Ordenada en el origen de la recta estatica de
carga en Ma

N mbh

Ganancia en tension v,/vi,
(suponiendo sefial incremental)

526,\ H‘q“'mli

jol)ﬁﬂla

Abcisa en el origen de la recta dinamica de
carga en voltios 16H

/ *

Impedancia de entrada viy/is,
(suponiendo sefial incremental)

g

)

Ordenada en el origen de la recta dinimica de

—

Pk

Impedancia de salida (Exciuyendo Ry)
 (suponiendo sefial incremental)

fp= &

} I

carga en mA 'L mll

Nota: 1* Parte Test V/F. Respuesta correcta 1p. Respuesta incorrecta —0,5. Sin contestar 0 p-

2" Parte ejercicio de respuesta calculada:

Se deben rellenar las casillas con los datos pedidos. Cada respuesta numérica correcta 1 pto.
Las justificaciones de las respuestas se entregaran en hojas adjuntas.

1°parte del examen 40% 2° Parte: 60%. Para promediar, nota minima de cada ejercicio 3,5 p.
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" Ipss
/‘ Ipss
i D, 1 v, ! &
Gs GS GS
vlﬂ VU' VI"
(a) JFET (b) MOSFET de deplexion (c) MOSFET de aqumulacién
Figura 5.47. Corriente de drenador en funcién de v en la region de saturacion

para dispositivos de canal n.

| La Figura 5.47 muestra la corriente de drenador en funci6n de vgg para los tres
| tipos de FET de canal n. Observe que ¢l pardmetro I, resulta (til para caracterizar los

' JFET y los MOSFET de deplexién,

pero no los MOSFET de acumulacién.

JFET 0 MOSFET _"
MOSFET / de deplexion \
de acumulacion
de canal p

i
+

ip
Canal n
Canal p MOSFET
;./ de acumulacidn
de canal n

Ugs

Figura 5.49. Corriente de drenador en funcién de v para varios tipos de FET.
i, se referencia como entrante en el drenador en los dispositivos

de canal n,

y como saliente del drenador en los dispositivos de canal p.

1

Tabla 5.1. Resumen de dispositivos FET.
Canal n Canal p
MOSFET de MOSFET de JFET MOSFET de MOSFET de JFET
acumulacion deplexion acumulacién deplexion
oD oD D N . S ' S
el Tl T, :
i G | G G o—
Sm_lbolp B B G 1 oB I 8
de circuito O I'l © © < 0 ©
’_ll, ip J(iD l,"n
os os § D D D
v, + - - - + +
1 1 1 1 ]
Kg '!2:. 5 1ColW/L) = 5 KP(W/L) Ipss/Vs, > #,Co(W/LY = 2 KP(W/L) Ipss/ Ve,
A + -
Region vas < Vo vgs Z Vi
de corte ip=0 ip,=0
Regién v Vs 2 Vi ¥ 0 < U5 < Ugs — Ve Vs S Vi YO 2 15 2 Ué;“ Vco
Ghmica ip = K12(0gs — Vi)ops = thsl(1 + Avpg) ip = K[206s — ViJps — vpsl(L + Aupg)
Region de Vs 2 Vi ¥ Ups 2 Vgs ~ Vi Vas S Vi ¥ Ups S Vs — Voo
saturacién.- ip = K(vgs — V(1 + Avps) ip = K(vgs — V,)'(1 + dvps)
& g
suponiendo — — P o
(suponiendo) g, =2./Klng gn = 2+/Klng gn=2+/King &n=2+/Klng
miento en :
saaracn g, = [2KP(W[L) g g = 2___\/:"7/35{179 ¢, = </2KPWID)Ioy g = 2_____.\/1055110@
yi=0 " Ve
VTO =V, VIO =V, VTO =V, VIO =V,
Parimet KP = ,C,. BETA=K KP = 5,C,, BETA=K |
Arametros L | LAMBDA = 1 L LAMBDA = ||
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